Deney 3: MOSFET ELEMANLARININ DAVRANISLARININ iNCELENMESI (P.C. 4-5-6)
Deney Sorumlusu: Dr. Muhammed Kiirsad UCAR
DIKKAT
Bu dokiiman deney sonunda teslim edilecektir.
Deney kurallari eksiksiz bicimde uygulanmalhidir.
Deneye katkisi olmayan, ciddiyeti ve isleyisi bozan 6grencilerin durumlari olumsuz etki olarak
basari notlarina yansitilir.
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A. Deney kapsaminda her grup icin bir Deney Gorevlisi olacaktir. Bu gorevdeki arastirma gorevlisi deney basinda ilan
edilecektir. Gruplar biten her ara adim sonras1 Deney Goérevlisi'ni ¢agirarak islemi gosterecek ve adimlarini
onaylatacaktir.

B. Deney Sorumlusu deneyin genel yetkilisi olup tiim deney notlar1 Deney Sorumlusu tarafindan verilecektir. Her
uygulama sonrasi gruplar Deney Sorumlusunu c¢agiracaktirlar. Deney Sorumlusunu ¢agrilmasi i¢in onaylarin
eksiksiz olmasi gerekmektedir.

C. Tablo 1’in eksiksiz doldurulmasi diger uygulama asamalara gegis icin gereklidir. Bu adim geregi gibi yerine getirilip
onay alinmadan diger asamalara gecilmez. Onay Deney Gorevlisi tarafindan verilecektir. Bu asama i¢in Sekil 1’deki
devrede kullanilacak devre elemanlarinin gerekli minimum ve maksimum degerleri élciilerek Tablo 1’deki Olgiilen
Deger kismina yazilacaktir. Uygulama 1 ve 2 de eleman degerleri farkli oldugu i¢in her iki uygulama icinde ayr1 ayr1
6lciim yapilacak ve Tablo 1’'deki ilgili siituna yazilacaktir.

D. Deney sirasinda “2N7000 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor - TO92"” kullanilacaktir. Farkli
malzeme kullanmayiniz.

E. Buform deney sonunda Deney Sorumlusuna teslim edilecektir.

F. Deney sirasinda kesinlikle ariza tespit yapilmayacaktir. Arizal1 oldugu iddia edilen malzemenin arizal
oldugunu gostermek, ispatlamak 6grencinin sorumlulugundadir.
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Olciilen Deger: Bu kisma égrenci tarafindan élciilen degerler yazilacaktir.
Kontrol: Bu kisim Deney Gérevlisi tarafindan doldurulacaktir.
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UYGULAMA 1

Sekil 1’deki diizenegi kurarak V¢ 'nin belirli bir
degeri icin, ayarh R, direnci yardimiyla Vg 'yi OV 'dan
baslamak tizere 10V ’'a kadar arttirarak I, -V,
karakteristigini belirleyecek yeterli sayida noktada dlgiim
yaparak olctiigiiniz degerleri Tablo 2’ye yazarak Sekil
2’deki grafige ¢iziniz.

Vy =15V, =20V, R, =10kQ Potve R, =10kQ2

Tablo 2

UYGULAMA 2

Sekil 1'deki diizenegi kurarak Vi 'nin belirli bir
degeri icin, V, gerilim kaynagini 0OV 'dan baslamak iizere
15 ’a kadar arttirarak |1, -V, karakteristigini
belirleyecek yeterli sayida noktada Ol¢lim yaparak
Olgtiiguinuz degerleri Tablo 3'G yazarak, Sekil 3’deki
grafige ciziniz.

V; =20V, R, =10kQ Potve R, =10kQ

Tablo 3
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Sekil 2
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